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	产品特点：
	 40μm InGaAsP/InP APD芯片
	 低暗电流、0.95-1.25μm波段高响应率
	 线性/盖革模式，低暗计数，高单光子探测效率
	 集成尾纤，高量子效率，高可靠性
	 激光雷达、测距、弱光探测、高速激光通讯



